


































































专利名称(译) 具有大的双光子吸收性能的卟啉阵列，包括与炔键连接的双（咪唑基卟啉金属络合物）及其衍生物作为结
构单元，及其制备方法

公开(公告)号 US7022840 公开(公告)日 2006-04-04

申请号 US10/715493 申请日 2003-11-19

[标]申请(专利权)人(译) kobuke嘉明
OGAWA哉

申请(专利权)人(译) kobuke嘉明
OGAWA哉

当前申请(专利权)人(译) NARA学院科技

[标]发明人 KOBUKE YOSHIAKI
OGAWA KAZUYA

发明人 KOBUKE, YOSHIAKI
OGAWA, KAZUYA

IPC分类号 A61B5/055 A61B10/00 A61K31/555 C07B47/00 C07F5/00 C07D519/00 A61B5/00 A61K31/00 C07D487
/22 C07F3/06

CPC分类号 C07D487/22

审查员(译) WILSON，JAMES O.

优先权 2002335246 2002-11-19 JP

其他公开文献 US20040106787A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

卟啉阵列，具有大的双光子吸收特性，并与炔键连接，由下式表示： 其
中R1代表烷基或芳基，M1代表能够作为核心金属并与Im形成配位键的金
属离子，M2代表两个质子或不能与Im，R2和R3形成配位键的金属离子
选自卟啉残基或卟啉金属配合物残基，环状二酰亚胺残基，二烷基紫精
子残基，苯醌残基，N-甲基吡咯烷 - 富勒烯衍生物残基和二茂铁残基的
基团，Im由Im1或Im2表示： （R8代表甲基或H），L1代表 - （ - C≡C-
）m-（m = 1至3）; n表示1以上的整数; R9代表R1，R2，R3和Im之一。
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